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 الممخّص  
 

ػة  ،ف دراسػ  ضررتبتػ  لماػ ال اليتزتة تػ  لمػدت د المتػزرن خ زرلػتم اػةلت ـ ا ل لتػ ـ البحػث تضمػ  حتػث دػد لة ضرم 
. ثـ درسػلة ضحػ  ت قػرؽ  Nd:YAGضيصتمت ة لبلت  الدت د  آلت  ض مه،  كذلؾ  لاء ضه ك لبع مم لمتزر الحةل  الصمب  

رؿ شدات  اضمي  لضتةر الحقػف،   أارة الدت د،  ذلؾ  ف الك  ف خ ال عبر ضف اسضطةض  الدت د المتزرن  بضةبعت  درر  حر 
 ضغترات الك  ف بضةبعت  ضتةر الحقف،  أاترا  د لة بدراس  اسضطةض  ارج الدت د المتزرن بضةبعت  ضتةر الحقف.

 
 

 .(AlGaAs/GaAsخ -الدت د المتزرن  –المم الم  ي : الكممات المفتاحية
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  ABSTRACT    

 

The research includes an experimental study of the physical properties of the laser 

diode (AlGaAs/GaAs): 

We have made a detailed display of the structure of diode and mechanism of its 

operation, as well as its convenience as a pumping source for Solid-state laser Nd:YAG.  

Then we studied the changes of potential difference (expressing the capacity  

of laser diode) by the dependence of diode temperature, for variant intensity of the 

injection current, and the changes of potential by dependence of the injection current; and 

finally, we made a study of the capacity of laser diode output by dependence of the 

injection current. 
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الكهربػة ي. حتػث ضصػؿ اسػضطةض   غرايػط  ا لة، ب سػ، بشػكؿ ر ػتسNd:YAGضمم لتػزرات ا سػضطةض  العةلتػ  
 ا  قعةلتػ  أ   ػرد د أف .  ب ة cwبلظةـ الضشغتؿ ال سض ر خ  W 2000خ  إلى الارج لبعض هذه المتزرات ال س د  ضرةرتة  

كهربػة ي ذات اسػضطةض  اػرج مػ  ي  ػف  ضيرتػ لم بػةت  بحةرػ  ةألل، هذا تعلي  %2-1خ ثؿ هذه المتزرات ضضرا ح  ةبتف 
 كتم   اط.  kW 200-100خ رضب  

 ب  ػة تضطمػققط  ف هذه الطةد  تصدر ضمى شكؿ طةد  لتزرت   البةدي تضح ؿ إلػى حػرارة،  W 2000 إذف ح الى
  ضسضطتع الضي  Nd:YAGبم رة  أرهزة ضبرتد  عقدة ل ثؿ هذه الر ؿ المتزرت . إف سبب هذه اليعةلت  المعتي  تع د إلى

ضػػرض مػػتؽ  ػػف الضػػ زع الطتيػػي ال اسػػع ال قػػدـ  ػػف دبػػؿ ل بػػةت الضيرتػػ . حضػػى  دضلػػة هػػذا  ضمػػى رػػزء ذن إ ا  ضصػةل 
 .Nd:YAG  [1]ضصدر قي لطةؽ ا ضصةل بم رة     راـ الع ؿ ال كثؼ لـ تضـ الحص ؿ ضمى ل بةت ضيرت
حتث تسضطتع أف تصدر م ء  ،Nd:YAGقي ض متةت مم المتزر   ف هلة ضأضي أه ت  اسضاداـ الدت د المتزرن

لتػػزرن شػػدتد   بعػػرض طتيػػي مػػتؽ رػػدا   ػػف  رضبػػ  ضػػدة لػػةل  ضرات ققػػط. إف الطػػ ؿ ال ػػ ري الصػػةدر ضػػف  ثػػؿ هػػذه 
إسضاداـ هذه الطرتق  الحص ؿ ضمى قعةلت  بشكؿ رتد ردا .  ت كف  Nd:YAGبم رة  ا ضصةلالدت دات تلا ـ ضصةب  

.   لظػرا  10W. لكف حضى  دضلة الحةمر،   ت رد دت د لتزرن تع ؿ بإسػضطةض  اػرج أكبػر  ػف  %80-50خضصؿ الى 
رهػد  ىعكػس ل بػةت افليػراغ،   ضضطمػب ضرهتػزات ثقتمػ    عقػدة لمحصػ ؿ ضمػبلم سضقبؿ ال اضد لمدت دات المتزرت ،  الذن 

 .سضطةض زرت  ضةلت  ا تت للمحص ؿ ضمى دت دا ة   كثي ة  قإف هلةؾ بحث  V 1000ضةلي خ ف  رضب  
حر هػػة،   ػة ت كللػػة  ػػف ضر تػع ضػػدد كبتػػر  لهػة قػػي ردةدػػه  صػػغر  هػي ،لمػػدت دات المتزرتػػ   ه ػػ  رػدا  ااػػر   تػزة 

 kW. حتػػػث ت كػػػف الحصػػػ ؿ ضمػػػى صػػػي ؼ  ػػػف  لػػػةبع المػػػم المػػػ  ي ذات اسػػػضطةضه اػػػرج ضصػػػؿ الػػػى  رضبػػػ  ة احػػػد
 السةؽ  ف الدت دات المتزرت  هذه. بةسضاداـ

ذرات ال سػػط  ا  لػى هػي أفات المتزرتػ ، ضػف المتػزرات الضقمتدتػ  بلقضطػتف اسةسػتضتف : دهػذا اللػ ع  ػف الػدت  تض تػز 
لهذه الػذرات ضسػضادـ  هةليسس تةت الطةد  ة    قم  ضف بعمهة بعمضاليعةؿ لمتزرات الضقمتدت  خرزت ةت أ  ش ارد  ضك ف  س

لهػة ي  ػف    ضػدد إلىبحةر   قإللة ،العكةس السكةلت  لضةجفله أ ؿ ضمى المتزر هذا تعلي بشكؿ ر تسقي ض مت  الحص  
لسػػ تةت ذات الطةدػػ  ا إف   إذدة قػػي لتػػزرات الصػػةؼ الل ادػػؿ. حتػػث هػػذه الحةلػػ  اتػػر   رػػ   ،ب لضز ػػةف  إحصػػةءخ الػػذرات

 ربػػ  لمػػذراتال    قػػةف الض ابػػع ،الل ادػػؿ أشػػبةهلكػػف قػػي  ،ت كػػف أف ضحضػػ ن ضمػػى الكضػػر لتف ققطخ بػػدأ بػػة لي  ال حػػددة ض ة ػػة  
حتػػث  قتر ػي دتػػراؾ بإحصػػةءال سػػض   ال شػغ ؿ  إلػىا حةدتػ  ضضراكػػب لضشػكؿ ضصػػةبةت الطةدػ  ال شػػضرك    ض ضػد لضصػػؿ 

 ف س تضتف لمطةدػ    هػذا  ػة  بتف الض زضةت السكةلت  تك ف بتف ضصةبضي الطةد  بد    ا لضقةؿف إق ،ضحصؿ ض مت  المتزر
ةر المػػ ء المتػػزرن مػػ ف  لطقػػ  شػػضعمػػؽ بةلضأ ػػة الثةلتػػ  قإلهػػة ض .رات الضقمتدتػػ بعػػتف ا ضضبػػةر قػػي حةلػػ  المتػػز  أاػػذهترػػب 
شػػدة الضػػ زع اليرااػػي لمحز ػػ  المتزرتػػ  ضكػػ ف  حػػددة بةل سػػط المتػػزرن  لػػتس بةل رة بػػ  المتزرتػػ  ك ػػة هػػ   إف، pn ال صػػم 

 .زرات العةدت لمتالحةؿ بةللسب  
الل ادػؿ  اضميػ  بشػكؿ  امػ   أشبةها ال الطتيت  لمتزرات كذلؾ ال،   ا ال الحز   أف إلى اللقطضةفضق د هةضةف 

 ضف ا ال  ثتلاضهة قي المتزرات الضقمتدت  حتث:
ف ضػػػةف  ليصػػػمضةتطةد فللإصػػػدار  لػػػه   ض رػػػد سػػػ تضة طػػػ ؿ  ػػػ ري  حػػػدد سػػػمية   أنالمتػػػزرن  ت مػػػؾ  الػػػدت د  -1

ى العكس قيػي حةلػ  المتػزر الػدت دن تكػ ف لػدتلة بؿ ضم ،لضةف ضف ض مت  المتزر ك ة ه  الحةؿ قي المتزرات الضقمتدت    سؤ 
 م ف ضصةب  الطةد . لكضر لةتفلى اإسب  لض زع  عتف لمطةد  بةل
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ة لمتػػزرات الاق ػػ . 1خ  الشػػكؿ pnخطبقػػ     ض رتػػه المػػ ء المتػػزرن تحصػػؿ مػػ ف حتػػز مػػتؽ رػػدا   إلضػػةج إف -2
ل ط لمحز ػػ  الضػػ زع اليرااػػي   ضركتػػب الػػ .متزرتػػ ال رة بػػ  ضكػػ ف  ػػف  رضبػػ  طػػ ؿ   رػػ  الحز ػػ  ال أبعػػةدف ، قػػإالضقمتدتػػ 

قت المػػ ء تضحػرؾ بحرتػػ   دااػػؿ ال رة بػ  قػػي حةلػػ   أفخدلتػػؿ  ال  رػػ  قػي حػػتف  هف ضػػف طرتػػؽ   رػالمتزرتػ  تك لػػةف  عػر 
 .[2,3]  قي ضطبتقةت المتزرات الدت دت أسةستة   د را   اللقطضةفضمعب هةضةف  .المتزرات الضقمتدت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .في حالة عدم تطبيق جيد pnالوصمة  :(A)    – :(1)الشكل

(B):  أمامي.في حال تطبيق جيد 
 

 .ا ضحةد إضةدةلضتر   ةت ض ليلكضر لةت   الثق ب الضي ضلضج الضحض ن ال لطق  اليعةل  ضمى كؿ  ف اف
لكبتػػػر لمحز ػػػ  ضسػػػضادـ الحز ػػػ  المتزرتػػػ   ػػػف المتػػػزر الػػػدت دن بةلطرتقػػػ  العةدتػػػ  ترػػػب ضصػػػحت  الضبةضػػػد ا أفدبػػػؿ 

ضك ف  إفت كف  إل ة ،بةسضاداـ لظةـ م  ي  عقد. كذلؾ الحز   ال ض ازت  ال صحح    ضك ف ذات  قطع ضرمي دا رن
  ،الػػدت دن الضصػػحتحةت ال ض ربػػ  ضمػػى حز ػػ  المتػػزر إف .ذات شػػكؿ  سػػضطتؿ ا حتػػةفذات شػػكؿ بتمػػ ن   قػػي اةلػػب 

الليقػةت ال عقػدة قػي المػ  تةت ضمػيي  أفدة ا سػضطةض  ضعلػي  كذلؾ الصع بةت  ف الاؿ ا ال الض حرؼ  قةرلػ  بشػ
لـ تكف  ف ال يمؿ اسضاداـ  ثػؿ هػذه المتػزرات الدت دتػ  ك لػةبع ا لتػ  ذات  ا سبةبلهذه  .ضمى حسلةت المتزر الدت دن
 ال رةؿ.اسضادا هة ك لةبع مم لمتزرات الضقمتدت  لضتر  ا اصهة ال  ضةزة قي هذا  إل ةاسضطةض  لتزرت  ضةلت    

 ،ف ا ضضبػػػةرات السػػػةبق  هػػػذه صػػػحتح  قػػػي حةلػػػ  الر ػػػؿ المتزرتػػػ  ذات ا سػػػضطةض  العةلتػػػ بػػػأ ا ضضػػػراؼ  ترػػػب 
قػي  أ لتػ ك ػ اد   لةسػب  رػدا   ضعػد  ف المتػزرات الدت دتػ  شػؾ قػإ أدلػىد ف  ػف لكػف    ،ال سضاد   قي الع متةت ضمى ال ػ اد

 ضقلتػػػػػػػػػ  ا ضصػػػػػػػػػة ت  .[4,5,6]
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 .قياسيةىندسية  أبعاديزر نصف ناقل مكون من بنية غير متجانسة و ل  As (GaAe) - :(2)شكل ال
 

البلتػػ  اتػػر ال ضرةلسػػ   ا بعػػةد الهلدسػػت   ذن As(GaAe)لمتػػزر شػػبه لةدػػؿ  ة  ضاطتطتػػ   ض ثػػتلا  2ت مػػ  الشػػكؿخ
طبتػػؽ ك ػػ ف ضبػػر الطبقػػ  ذلػػؾ بض،   (m 0.2) ػػف  رضبػػ  ال ليػػردة . ضحقػػؽ حػػة لات الشػػحل  قػػي طبقػػ  قعةلػػ  ردتقػػ  رػػدا  

اليعةلػػ  بػػتف الطبقضػػتف اتػػر  ال لطقػػهضض مػػع . (m)  ػػف  رضبػػ  ضػػدة  تكر  ضػػرات  هباػػط ض ػػةس ضرمػػ AuZnالعم تػػ  
لحصػػؿ ضمػػى  قإللػػة ،طبػػؽ كةقتػػ  ضلػػد ة ضكػػ ف شػػدة الضتػػةر ال .ح ا ػػؿ الشػػحلةت أ ػػةـ ا  حتػػث ضصػػلع حػػةرز  ،ال ضرةلسػػضتف

  ضبدأ الحز   المتزرت  بػةلظه ر بحتػث ضشػكؿ ال لطقػ  اليعةلػ  لةقػذة اػر ج  .ل العكةس السكةلت  دااؿ حرـ ال لطق  اليعة
بعة ؿ الكسةر  حتطتهػة لدررػ  أف طرقػي  دتةسة   لهذه الحز   ك ة أف بم رة ال لطق  اليعةل  ض مؾ  عة ؿ الكسةر كبتر ردا  

ضػي آرقي ال لطق  اليعةل  تمعبػةف د ر  ر ط فأك ة  ،داضي ل ر د طبق  طلاء حد أله   إلىالبم رة ت مكةف درر  العكةست  
 ػف الػدت دات المتزرتػ    الضػي  حتث تحةقظةف ضمى الي ض لةت دااؿ ال لطق  اليعةل  . ت رد ضدد كبتػر ،ال رة ب  المتزرت 

 .ضاضمؼ ضف بعمهة بةل ك لةت ا سةست  لكؿ  لهة
كلهػػة حضػى  دضلػة  ػػف ضقػدتـ اسػػضطةض  ت ، ال عر قػ  لػدتلة بصػػؼ  ػف الػدت دات ،ققػط ضػدة دطػػع  ػف المتػزر الػػدت دن

 .3Wضةلته ضصؿ  كثر  ف 
  ت كللػػة  .3W  ضكػػ ف ذات اسػػضطةض   حػػد دة    ضضرػػة ز 2دطعػػ   احػػدة  ػػف الػػدت د المتػػزرن ك ػػة قػػي الشػػكؿ خ

 إف . ف الاؿ صؼ  ف ال لةطؽ اليعةلػ  ال مضصػق  قػي ردةدػ   احػدة 100Wح الى  ىإلالحص ؿ ضمى اسضطةض  ضصؿ 
 .دؿ ضضب  ضشغتؿ   كل المتزرات الدت دت  ه  الذن تعطي أبتف دطع  قمؿا  افالاؽ

ك ة ذكرلة سةبقة ، ضضعمؽ الا ال اليتزتة ت   لصةؼ الل ادؿ بشػكؿ ضػةـ،  الػدت دات المتزرتػ  بشػكؿ اػةل، بدررػ  
  ضصػةبةت الطةدػ  خ حتػث ضعطػى ضةبعتػ حرارضهة.  ف هلة ضأضي أه ت  دراس    تزات هذه الدت دات بضةبعت  دررػ  الحػرارة.
 :الآضت   Varshniقي  عظـ ال  اد لصؼ اللةدم    لدرر  الحرارة  قؽ العلاد  الضررتبت  ليةرشلي خ
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 .قةرشلي القةبم  لمضحدتد  ضح  تضدضى     حتث  
 

 أىمية البحث وأىدافو:
رة عػ   –دسػـ اليتزتػةء  –العمتػة  البحػث العم ػي خ  ابػر المتػزر لمدراسػةت  Nd:YAGلسضادـ قػي دراسػ  المتػزر 

ف اػػ ال المتػػزرات  ذلػػؾ قػػإ ى  إلػػ إمػػةق  .500mWاسػػضطةض  اػػرج  سػػة ت  دتػػ د لتػػزرن ذ  دطعػػ   احػػدة ذات ،  ضشػػرتف
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/0.25nmلةدؿ خضقرتبةالبدرر  حرارة لصؼ  ، ف حتث ط ؿ   ر  المتزر ،الدت دت  ضضعمؽ بشكؿ كبتر
o
C ،    كذلؾ بشدة

تحةقظ ضمػى دررػ  حػرارة  ضتػةر  قةل سضادـ الذن تحضةج ط ؿ   ر   حدد ترب اف . 0.05nm/mA ضقرتبة  خ فضتةر الحق
تػػر ضمػػى الضلػػة ب  ػػع دررػػ  غحتػػث طػػ ؿ   رػػ  حز ػػ  المتػػزر ت كػػف اف تض .ةبضتف اػػلاؿ قضػػرة حصػػ له ضمػػى القػػتـثػػ فالحقػػ

كػ ف  عة ػؿ ا لكسػةر   طػ ؿ  لطقػ  ال سػط  إلػى هػذا ضة ػد  ،بحتث تزداد ط ؿ ال  ر   ع زتةدة دررػ  الحػرارة .الحرارة
دراسػػ   إلػػى ػػف هلػػة ضػػأضي أه تػػ  البحػػث الػػذن تهػػدؼ  .ضػػزداد  ػػع زتػػةدة دررػػ  الحػػرارة ،طػػ ؿ ال رة بػػ  ياليعػػةؿ   بةلضػػةل

 .فضتةر الحق ت ضةبعب  كذلؾ  ،ا ال الدت د المتزرن بد ل  درر  حرارضه
 

 ق البحث ومواده:ائطر 
  ف ا د ات  ا رهزة ال ض مع  ك ة قي الشكؿ ا ضي. ضضك ف   اد البحث  ف  ر  ض 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الأجيزة والأدوات المستخدمة في دراسة خواص الديود الميزري :(1شكل )ال
(A) .وحدة التحكم لميزر شبو الناقل 

(B.وحدة الميزر شبو الناقل مزود بعمبة تبريد داخمية ) 
(C )ذات بعد محرقي يس ( 6 اوي تقريبا  مجموعة عدسات مجمعة mm). 

(F( عدسو التمحرق) f= 50 mm  تقريبا ). 

(O)  سميكون(. درأس مجس لقياس استطاعة الحزمة )ديو 

(P) .قاعدة لتركيب السكة والعناصر 

(N) .)مقياس متعدد الأغراض مع مضخم )مقياس فرق كمون 

(L)  20راسم أشعة ميبطي MHz 5 امزود بقناتين حساسية كل مني mV. 

ك ػػة تػػضـ دتػػةس شػػدة الضتػػةر  دررػػ  الحػػرارة  ػػف اػػلاؿ شةشػػضتف   Aؿ ال لبػػع المتػػزرن ضػػف طرتػػؽ ال حػػدة تػػضـ ضشػػغت
 .Aرد تضف  ليصمضتف ضمى ال ره ا  ة ي لم حدة 

 ك ة ت كف  لاحظ  شعةع المتزر بةسضاداـ بطةد  إظهةر ا شع  ضحت الح راء ال  ر دة  ع ا د ات.
 

 النتائج والمناقشة:
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    ضحػػ  ت قػػرؽ الك ػػ ف خ ال عبػػر ضػػف اسػػضطةض  الػػدت د المتػػزرن  بد لػػ  دررػػ  الحػػرارة  ػػف أرػػؿ لقػػد درسػػلة أ -3
   كةلػت اللضػة ج ك ػة هػ   بػتف بة شػكةؿ الثلاثػ I= 800 mAحضػى   I= 50 mAشدات  اضمي  لضتةر الحقػف ض ضػد  ػف  

  .الآضت 

 مختمفة لتيار الحقن.جل قيم أ: تغيرات فرق الكمون بتابعية درجة الحرارة من (4شكل )ال
 

 
 

 جل قيم مختمفة لتيار الحقن.أتغيرات فرق الكمون بتابعية درجة الحرارة من : (5شكل )ال
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 جل قيم مختمفة لتيار الحقن.أتغيرات فرق الكمون بتابعية درجة الحرارة من : (6شكل )ال

 

ف تبقػى ثةبضػة  ضقرتبػة  بضةبعتػ  دررػ  ف قرؽ الك ػ  أ  I= 50- 90 mAللاحظ أله  ف أرؿ ضتةرات حقف صغترة لسبتة   
تػث ضػزداد ح ،ضغترات  م  س  قي دت   الك ػ فللاحظ   I=200-400 mAرؿ ضتةرات حقف  ض سطه خأالحرارة، لكف  ف 

 t=25درر     ت ،   ضبم  دت   ضظ ى ضلد درر  حرارة    10 - 20بشكؿ  مح ظ ضلد دتـ لدرر  الحرارة بتف 
o
C  ك ة

ف إ  قػI=600-800 mAضتػةرات حقػف ضةلتػ  لسػبتة  خ ىلػإ. ا ػة بةللسػب  I=400 mAال  اقػؽ  هػ   امػ   قػي ال لحلػي
  ع زتةدة درر  الحرارة.قرؽ الك  ف تبقى ثةبضة  بضةبعت  درر  الحرارة،  ع  تؿ بستط للالايةض 

بضةبعتػػ   ليػػرؽ الك ػػ ف ة ، حتػػث  حظلػػة زتػػةدة حػػةد1 ػػف ثػػـ درسػػلة قػػرؽ الك ػػ ف بضةبعتػػ  ضتػػةر الحقػػف الشػػكؿ خ -2
رػؿ ضتػةرات الحقػف أدػؿ حػدة  ػف أ ،  زتػةده I= 0 – 30 mAرػؿ القػتـ الصػغترة لضتػةر الحقػف خأضتػةر الحقػف،  ػف 

 . ك ػػػػػة  حظلػػػػػة ضغتػػػػػرات صػػػػػغترة رػػػػػدا  بضةبعتػػػػػ  دررػػػػػ  الحػػػػػرارة  ػػػػػف أرػػػػػؿ الػػػػػدررةتmA 30  ا ضمػػػػػى  ػػػػػف 
 t= 20-40خ 

0 
C.  

 
 : تغيرات فرق الكمون بتابعية تيار الحقن.(7شكل )ال
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بدراس  ضغترات اسضطةض  ارج الدت د المتزرن بضةبعت  ضتةر الحقف  حصملة ضمى اللضة ج ال بتل  ضمى  د لة أاترا   -1
قػػإف اسػػضطةض  الاػػرج ضكػػ ف شػػبه  عد  ػػ ،  ،mA 200،  حتػػث للاحػػظ ألػػه  ػػف أرػػؿ ضتػػةرات حقػػف أدػػؿ  ػػف  1الشػػكؿ خ

قإف ا سضطةض  ضزداد بشكؿ اطػي ضقرتبػة ،  ػع  mA 200ضضب  المرتج،   ف أرؿ دتـ ضزتد ضمى أاذتف بعتف ا ضضبةر 
  حظلػة أف الضغتػرات   اضميػ  حػرارةزتةدة ضتةر الحقف. ك ة درسلة ضغترات ا سضطةض  بضةبعت  ضتةر الحقف  ف أرؿ دررةت 

 t=20بضةبعت  درر  الحرارة معتي   رب ة ضلزاح دتـ الرهد لح  الت تف  ع ارضيةع دررػ  الحػراة ك ػة هػ   امػ   ػف أرػؿ 

o
C

    t= 40 
o
C. 

 

 
 : تغيرات استطاعة خرج الديود الميزري بتابعية تيار الحقن.(8شكل )ال

 
 والتوصيات:  تالاستنتاجا
حتػث تسػضطتع  Nd:YAGأه ت  اسضاداـ الدت د المتزرن قي ض متةت مم المتزر  ف الاؿ هذه الدراس   بتلةلقد 

 ف  رضب  ضدة لػةل  ضرات ققػط. إف الطػ ؿ ال ػ ري الصػةدر ضػف  بعرض طتيي متؽ ردا   ا  شدتد ة  لتزرت   ا  أف تصدر م ء
محصػ ؿ هػذه الطرتقػ  ل اسػضاداـبشػكؿ رتػد رػدا .  ت كػف  Nd:YAG ثؿ هذه الدت دات تلا ػـ ضصػةب  ا ضصػةل بمػ رة 

ضحكػـ ض ػؿ الػدت د المتػزرن سػ اء الضػي  ك ػة  رػدلة  ػف اػلاؿ هػذه الدراسػ  ال عطتػةت .10-10% إلػىضمى قعةلت  ضصؿ 
اسػػضاداـ الػػدت د  أثلػػةءقػػي ، تعض ػػد ضمتهػػة، ر مػػ   عطتػػةت اللضػػة جهػػذه   ضعػػد  ضتػػةر الحقػػف،  أ ة تضعمػػؽ بدررػػ  الحػػرارة قت ػػ

 . حقة   Nd:YAGالمتزرن ك لبع مم لمتزر 
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 :يتضمن النتائج العددية لمقياسات التجريبية المتعمقة بالنتائجممحق 
 (: تغيرات فرق الكمون بتابعية درجة الحرارة من أجل قيم مختمفة لتيار الحقن.4لمشكل )الجدول الموافق 

 

 تغيرات فرق الكمون بتابعية درجة الحرارة من اجل قيم مختمفة لتيار الحقن.(: 5) الجدول الموافق لمشكل 
t 

(
0
C) 

V(mV, 

I=400mA) 

t 

(
0
C) 

V(mV, 

I=500mA) t (
0
C) 

V(mV, 

I=600mA) t (
0
C) 

V(mV, 

I=800mA) 

10 402 10 437 10 452 10 467 

15 399 15 435 15 454 15 465 

20 417 20 443 20 452 20 464 

25 412 25 440 25 450 25 463 

30 404 30 438 30 449 30 462 

35 393 35 435 35 447 35 460 

40 372 40 431 40 445 40 459 

 
 مون بتابعية درجة الحرارة من أجل قيم مختمفة لتيار الحقن.تغيرات فرق الك(: 6) الجدول الموافق لمشكل

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 : تغيرات استطاعة خرج الديود الميزري بتابعية تيار الحقن. (8ون بتابعية تيار الحقن. وكذلك لمشكل )(: تغيرات فرق الكم7الجدول الموافق لمشكل )
t (

0
C) 10 

0
(C)  t (

0
C) 20 

0
(C)  t (

0
C) 40 

0
(C)  

I (mA) 

V(mV, 

t=10 
0
C) 

P(mW, 

t=10
0
C) I (mA) 

V(mV 

,t=20
0
C) 

P(mW, 

t=20
0
C) I (mA) 

V(mV, 

t=40
0
C) 

P(mW, 

t=40
0
C) 

0 1.6 0 0 1.6 0 0 1.6 0 

10 58 0.58 10 65.5 0.655 10 65.9 0.659 

20 88 1.76 20 95 1.9 20 94.2 1.884 

30 114 3.42 30 111.2 3.336 30 111.3 3.339 

40 124.7 4.988 40 124 4.96 40 123.5 4.94 

50 137.5 6.875 50 134 6.7 50 132.6 6.63 

60 144.5 8.67 60 142.3 8.538 60 141 8.46 

I 50 (mA) I 70 (mA) I 90 (mA) 

t (
0
C) V(mV, I=50mA) t (

0
C) V(mV, I=70mA) t (

0
C) V(mV, I=90mA) 

10 131 10 148.4 10 160 

15 132.3 15 148.5 15 160.2 

20 133 20 148.2 20 158.9 

25 132.4 25 148.7 25 161 

30 131.8 30 147.9 30 160.4 

35 131.4 35 147.3 35 159.8 

40 131.2 40 146.8 40 159.2 

t (
0
C) V(mV, I=200mA) t (

0
C) V(mV, I=300mA) 

10 197 10 257 

15 195 15 244 

20 193 20 244 

25 202 25 238 

30 196 30 234 

35 195 35 230 

40 194 40 227 
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70 146.5 10.255 70 148.9 10.423 70 148 10.36 

80 156 12.48 80 155.4 12.432 80 154.4 12.352 

90 165.8 14.922 90 161.1 14.499 90 159.6 14.364 

100 172.8 17.28 100 166.2 16.62 100 164.8 16.48 

200 201 40.2 200 209 41.8 200 203 40.6 

250 221 55.25 250 229 57.25 250 220 55 

300 250 75 300 357 107.1 300 238 71.4 

350 368 128.8 350 417 145.95 350 261 91.35 

400 393 157.2 400 433 173.2 400 371 148.4 

450 410 184.5 450 443 199.35 450 416 187.2 

500 421 210.5 500 449 224.5 500 431 215.5 

550 429 235.95 550 452 248.6 550 440 242 

600 435 261 600 456 273.6 600 446 267.6 

650 440 286 650 460 299 650 450 292.5 

700 444 310.8 700 462 323.4 700 454 317.8 

750 448 336 750 463 347.25 750 457 342.75 

800 451 360.8 800 466 372.8 800 460 368 

 

    0,01 هي  ف  رضب   هة،ليسهي دد  ا رهزة ال سضاد    لاحظ : خخ إف دد  القتةسةت 
 

 المراجع:
 

1- DEVENSON J., R.CATHABARAD,  TESSIER R., BARANOV A. N., high 

temperature operation of l = 3.3 mm quantum cascade lasers. Applied physics letters 

91, 2007,141106 . 

2- TASCO V. DEGUFFROY N. BARANOV A. N., Tournie E. Satpati B., Trampert A., 

Structural and optical properties of InSb quantum dots for mid –IR applications, 

phys. Stat. sol. (b) 243,. 15, 2006, 3959-3962. 

3- MATTIELLO M., Novel Helmholtz-based photoacoustic senser for trac gas 

detection at ppm level using GaInAsSB/GaAlAsSB lasers, journal of crystal growth , 

2005, SAA-5260. 

4- SCHÜLZGEN A. et al., “Distributed feedback fiber laser pumped by multimode 

laser diodes”, Opt. Lett. 33 ,6, 2008,614 . 

5-  K. Iga, “Surface-emitting laser – its birth and generation of new optoelectronics 

field”, IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron. 6 ,6, 2000,1201  

6- VURGAFTMAN I., et al. "Band parameters for III-V compound Semiconductor  and 

their alloys",. Applied Physics Review, 89, 11, 2001,5815. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.opticsinfobase.org/abstract.cfm?URI=ol-33-6-614


   AlGaAs/GaAsدراس  ضررتبت  لما ال اليتزتة ت  لمدت د المتزرن خ
 دت ب، الط تؿ                                                                              Nd:YAGبع مم لمتزر  سضادا ه ك ل

 

331 

 
 
 
 
 
 
 
 


